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１．概要（Summary） 
シリコンフォトニクスは、現在のシリコンチップ上での電

子デバイスに代わる次世代のシリコンチップ上の集積デ

バイス技術として注目されており、最先端の光集積技術と

して注目されている。本研究では、Silicon-On-Insulator 
(SOI)基板とリソグラフィ技術を用いることで、シリコンフォト

ニクスデバイスの作製を目指した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・125kV 電子ビーム描画装置 
・シリコン深堀エッチング装置 
・プラズマアッシャー 
・ダイシングソー 
 
【実験方法】 

本実験では、ダイシングソーを用いて SOI ウエハーを

カットして、基板を準備した。この基板を用いて、スピンコ

ーターによるレジストを塗布した。このレジスト塗布済みの 
SOI 基板に対して、CAD によるシリコンフォトニクスデバ

イスの設計を行い、125kV 電子ビーム描画装置によって、

設計したパターンを描画した。得られたパターンを現像後、

シリコン深堀エッチング装置によるシリコンのエッチングに

よってシリコンフォトニクスデバイスを形成した。さらに、残

留したレジストはプラズマアッシャーによる洗浄で除去した。

最終的には、ここでダイシングソーを用いて、作製したサ

ンプルを切り出すことで、所望のシリコンフォトニクスデバ

イスを得た。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
上記のプロセスにより、シリコンフォトニクスデバイスを作

製した結果、設計通りのパターンを有するデバイスの作製

に成功した。作製した直線導波路の光学顕微鏡像を Fig. 
1 に示す。設計した通りの幅の導波路が得られるとともに、

導波路の側面等に荒れなども見られず、極めて均一で高

精度にシリコンフォトニクスデバイスを作製することに成功

した。これより、今回用いた、125kV 電子ビーム描画装置、

シリコン深堀エッチング装置が、所望のパターンを得るの

に最適な装置であることを確認することに成功し、シリコン

フォトニクスデバイスの作製に応用できることが示された。

今後、本技術で作成したシリコンフォトニクスデバイスを用

いて、光の透過測定などの実験を行う予定である。 
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Fig. 1 Optical image of Si optical waveguide. 
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